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invention concerne tin proc4d6 convenant poxir le 
depdt d'un premier matSrian sur les deux faces d*une bande d*un 
second materiau. L* invention concerne egalement les produits 
obtenus par Xa mise en oeuvre da precede, ainsi que les disposi- 
5 tifs de mise en oeuvre • 

L* invention trouve notamment son application dans le 
domaine des piles solaires, par application de ce precede dans 
le d4p8t en continu de silicium polycristallin sur un support 
souple appropriS, par exemple. iin ruban de carbone* 

10 De tels procid£s de d4p8t de silicium polycristallin 

en cottche mince sent connus de l*art ant6rieur, et I'on citera 
pour exeraple 1 * immersion d*un ruban dans un bain liquids (methods 
dite de trempage), et le precede de depSt de silicium polycris- 
tallin par lechage d*tine bande de graphite, precede d^crit dans 

15 la demande de brevet, deposee le 7 Fevrier 1975 1 sous le numiro 
75 03 926, et le premier certificat d* addition, dSposi le 
26 Septembre 197? t sous le numero 75 29 556 au nom de la Deman- 
deresse* 

La methode ciassique, dite du trempage, ne permet pas 
20 une fabrication en continu, puisqu*elle consists k immerger en- 
tierement un ruban de dimension finie dans un recipient, conte- 
nant un bain liquids du mat&riau a diposer, en le maintenant nian- 
moins par une premiere extrSmite, puis de le ressortir lentement 
en le tirant par cette mtme premiire extrSmiti. Une telle mithode 
25 ne permet done pas une fabrication en continu, sur un ruban infini 
ou tout du moins de grande dimension* 

L* invention vise a pallier les inconv6nients sus-in- 
diques, de fa^on a pcrmettre une telle fabrication en continu* 

Le precede de dipSt, selon 1* invention est caractirisi 
30 en ce que I'on immerge une premier e extremity de ladite bande, k 
travers un bain liquide du premier matiriau et en ee que l*on 
ressort cette mSme bande, en un autre endroit que le lieu d« im- 
mersion, par cette mime premiere extrSmitS, alors qu'A tout moment 
une partie seulement du ruban est immergee* 
35 Un tel precede consiste en fait k faire traverser un 

bain liquide d»un premier mat iriau, par une bande d»un second ma- 
teriau, et permet done un d£p8t en continu* 

Selon une premiire variante de 1* invention, le pre- 
mier matfiriau est du silicium* 
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Salon ime deuxieme variante de I'lnrention, le second 
raatSriau est du ceurbone, ou une bande metalllque recouverte de 
carbone pyrolytlqua. 

Un tel precede permet ainsl le dSpSt continu de si* . 
5 licitim polycristallin, sur tin support approprii, a saTolr one 

couche de carbone, en vtte notamment de la realisation de produits 
seniconducteurs tels que des piles solaires. 

La description qui va suivre, en regard des dessins 
annexes, permet tra de mieux coraprendre comment 1* invention peut 
10 Stre reallsSe. 

Les figures 1 a 3, decri-rent trois dispositlfs ana- 
logues permettant de mettre en oeuvre le procedS de dep5t selon 
1* invention* 

Ainsit dans un recipient 1, tel que r4fer enci a la 
15 figure 1, recipient contenant un bain liquide d*un premier mate- 
riau 2y des moyens de chauffage 3 amenant ledit premier materiau 
en l*6tat liquide, on iimiierge un rub an 4 d'un second materiau* 
Sur cette mime figure, sent symbolislB en 5 des moyens d*aTancement 
du ruban 4, tela que des rouleaux, et en 6 des moyens de stockage, 
20 tela que des bobines* 

Selon la prisente inrention, le ruban 4 est introdult 
en un premier endroit du recipient 1, traverse ledit rieipient, 
et ressort en un second endroit, alors qu*une partie seulement du 
ruban est iBaierg6e, celui-*ci pouvant 8tre th^oriquement de Ion- 
25 gueur infinie. L* originality de 1* invention repose egalement sur 
le dispositif de mise en oeuvre, ici.sur la forme du recipient, 
forme en U« 

Selon xme premiire variante de 1* invention le premier 
mat6riau est du silicium* Selon une deuxidrae variante de l*inven« 

30 tion, le second materiau est du carbone ou un ruban de metal re- 
convert de carbone pyrolyfcique* II a ete en effet remarque que 
les substrata a base de carbone pr^sentait, d*une part, un risque 
minimal de pollution du bain liquide, et que d' autre part, son 
comportement au refiroidissement peut 8tre rendu parfaitement' com- 

35 patible avec celui du silicium, ee qui permet lors du reft*oidls- 
sement, de diminuer les contraintes exerc4es sur la coucbe poly- 
cristalline de silicium* 

Le dispositif, represente a la figure 1, se compose 
plus parti culler ement d'un recipient 1, ayant une forme en U, 
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des moyens de chauffage ,3 pour araener le silicium en l^etat li- 
quide et des moyens 5 pour faire circuler la bande de carbone 
dans ledit recipient. Salon un exemple de realisation, un ruban 
de carbone, de 2 cm de largeur, fut tire a travers un tel dispo- 
sitif, avec une vitesse do tirage de iO cm/min. L'Spaisseur de 
la couche deposSe variait suivant I'inclinalson du ruban par rap- 
port a la surface libre du silicium 5 ainsi, suivant 1* inclinaison 
de la race de dep6t par rapport a la surface du bain, I'epaisseur 
des couches varie entre 2 et I50 microns, les fortes epaisseurs 
etant obtenues sur la face dont 1« inclinaison est inferieure a 
90*^ ; ceci permet d'obtenir notamment un disposltif simple face, 
apres traitement do la face arriere, par exemple par decapage 
chimique. Les couches polycristallines deposSes 4talent consti- 
tuees do grains allonges dans la direction du tdlrage, de 100 a 
300 microns de large et de I'ordre du millimetre de longueur, et 
presentaient une orientation moyenne suivant I'axe (J21l3, situee 
dans un plan (111)* 

Afin de diminuer le temps do passage du ruban dans 
le bain de silicium, on diminua la quantity do silicium presonto 
dans le recipient en U, jusqu'au niveau du bord interieur sup6- 
rieur ; selon tme variante, la pression du gaz dans une branche 
dudit recipient en U fut augmentee, de telle maniero que le si- 
licium se trouva entierement compris dans 1» autre branch©. 

Lo dossin do la figure 2 reprosonte un dispositif 
analogue, en ce sens, qu'il permet Sgalomont un dSpSt en continu. 
Les SlSmonts identiques sont repr4sentes par les mSmes r6f6rences. 
Plus particulierement, ce dispositif comprend un recipient 1, 
rerapli d'un materiau en l«4tat liquide 2, et perce en son fond 
d'une fine ouverture 7, calcule en sorte que le menisquo do rac- 
cordement entre le substrat et lo fond du crousot soit stable. 
Lo ruban 4 pout ainsi circular a travers le bain de silicium et 
ressort par 1» ouverture 7- Solon une variante, ce dispositif pout 
8tre egalemont dispose horizontalement , les deux faces verti- 
cales etant alors perches de fines ouvertures dans lesquelles 

coulisse le ruban. 

Le dossin de la figure 3 represente un autre dispo- 
sitif analogue, les elements identiques gtant roprfesontSs par 
les mSmes rfefSronces. Plus particulierement, ce dispositif com- 
prend un recipient 1, rempli d«un mat4riau en I'Stat liquide 2, 
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et un I ronton de secteur cylindrique plein 8, partiellement im- 
mergg dans le materiau 2, un ruban 4 venant coulisser et tra- 
verser ainsl ledit materiau. 

II est bien evident pour tout homrae de I'art que 
de nombreux autres dispositifs derives de ces dispositifs sont 
egaleraent realisables, et que ceux-ci sont egalement compris dans 
le cadre de la presente invention. 
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RBYBMDICATIONS : 

!• ProcedS eonvenant pour le dSpdt d'lrn premier mati- 

riau sur lee deux faces d'une bande d'un second matSrlaUy bande 
sans limitation de longueur, caraoterise en ce que l*on inmerge 
5 une premiere extrSmiti de ladite bande, a tracers un bain liqaide 
du premier materiau et en ce que l*on reesort cette mdme bande, en 
un autre endroit que le lieu d'immeraion, par cette mSme premiere 
extr4mit6, alors qu*a tout moment, une partie aeulement du ruban 
est immergSe. 

10 2* ProcidS selon la roTendication 1, . caract&risi en 

ce que le premier materiau est du silicium. 

3« Precede selon la revendication 1 ou 2, caractirisi 

en ce que le second materiau est du carbone» 

4. Proced6 selon la revendicatlon 1 ou 2, caractirisi 
15 en ce que le second materiau est une bande m6tallique recourerte 

de carbone pyrolytique. 

5. Prodults semicondueteurs obtenus par la mise en 
oeuvre du proc6d£ selon l*une des roTendlcations 1 & 4* 

6. Dispositif pour la mise en oeuYre du procid6 selon 
20 I'une des revendicatlons 14 4, caraeterlse en ce qu»ll est com- 
post d«un recipient contenant un bain liquide d*un premier mati- 
riau, des moyens de chauffage dudit premier matiriau et des moyens 
pour Taire circular une bande en un second mat6riau dans ledit re- 
cipient* 

25 7. Dlspositif selon la revendicatlon 6, caractirisi 

en ce que le recipient est un tube en U* 

8. Disposltif selon la revendicatlon 6, caractirisi 
en ce qu*il comporte egalement un tron^on de secteur cylindrique 
plain, partiellement irnnergi dans le premier materiau. 

9. Disposltif selon la rsTendication 6, caraetirlsi 
en ce que ledit recipient comporte une fine ouverture en son 
fond, ouverture dans laquelle circule ladite bande. 



PL 1/2 

2386359 



BEST AVAIUBLE COPY 




PL 2/2 

2386359 

BEST AVAIUBLE COPY 

Z_h 




